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OEM: Texas Instruments Transistor 2N2218 Datasheet

2N2217, 2N2218, 2N2219, 2N2220, 2N2221, 2N2222
NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren

Transistor fiir schnelles Schalten, mittlerer Leistungen
sowie allgemeine Anwendungen
hre — garantiert von 100 wA bis 500 mA

Hohe fr — min 25 MHz bei 20 V, 20 mA
Umgebungsprifungen

Um maximale Sicherheit, Stabilitét und lange Lebansdauer zu garantieran, wurden alla fartigen
Transistoren Beschleunigungen won min. 35000 g, Vibration sowie Helium-Dichtigheits-
prifungen ausgesetzt,

Mechanische Daten

sl T tmam

E - 1]
—_— ___._§¢,

" ] 1

Lol ]

o Wl icne 8 =t e A S v S A ——

* Absolute Grenzwerte

2MZ2T 2M2220
2Nz218 2M22n
2MNEZg 2N22e2

K.ollektor-Basis-Spannung 60 W 60 W
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) 0V Y
Emitter-Basis-Spannung 5 5V
K.ollektor-Strom 08 A 08 A
Gesamtverlustleistung bei (od. darunter) Ty = 25 °C (Bam. 2 und 3) 08w 05w
Gesamtverlustleistung bel (od. darunter) Tg = 25°C (Bem. 4 und &) aw 1,8W
Kollektor-Sparrschichttamperatur —85°C bls +175°C
Lagerungs-Temperaturbaraich —65 °C bis +200 *C
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OEM: Texas Instruments

Transistor 2N2218

Datasheet

Bamerkungen:

1. Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.
2. 2N2217, 2M2218 und 2M2219 Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 5,33 mW/"C.
3. 2N2220, 2N2221 und 2N2222 Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 3,33 mW/*C.
4, 2MNE2217, ZN2218 und 2MN2219 Lineare Abnahme bis Tg = 175 *C mit 20,0 mW/*C.
5. 2N2220, 2N2221 und 2N2222 Lineare Abnahme bis Tg = 178 °C mit 12,0 mW/"C.

* Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegebean)

Parameter

Priif-

TO-5

bedingungen 2N2217
TO-18
2N2220

min

typ max

TO-5
2NE228
TO-18
2NZ2

min typ max

TO-5
N2
TO-18
PMN2222
min typ

max

Ein-
hialt

Uiaryceo Kollektor-Basis-
Durchbruchspannung

Uisriceo Kollektor-Emitter-
Durchbruchspannung

Uipr)eBo Emitter-Basis-
Durchbruchspannung

lcBo Kollektor-Basis-
Reststrom

IEBD Emitter-Basis-
Reststrom

lg =10 pA,
Ig=10
Ig = 10 méA,
Ig =0
Ig = 10 pA,
lg=10
U‘:B-Eﬂur
lg =0
Ugp =80V,
g = 0,
Ty = 150°C
Uge = 3V,
lg =0

hre Gleichstromverstarkung Uecg =~ 10 V,

lg = 100 A
Ugg =10V,
lg=1mA
Ugg = 10V,
lg = 10 mA
Ugg = 10V,
lg = 150 maA
(Bam. §)
Uge = 10 ¥,
lg = 500 mA
(Bem. &)
Ugg =1V,
lg = 150 mA
(Bem, &)
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* JEDEC registriert.
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* Elekirische Kennwerte bel T = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priif- TO-5 TO-5 TO-5 -Ein-
bedingungen 2N2217 2M2218 ZNZ2S heit
TO-18 TO-18 TO-18
2M2220 ENZZM 2N2222
min typ max min typ max min typ max
Une Basis-Emitterspannung I = 15 mA, 08 13 09 1,3 0% 13 v
lg = 150 mA
(Bem. &)
Ip = 50 mA, 1.2 1.2 286 1.2 286 v
lg = 500 A
(Bem. 6)
Vor(say Kollektor-Emitter- Ig = 15 mA, 02 U4 02 04 02 04 W
Restspannung Ig = 150 mA
{Bem, B)
I = 50 mA, 05 04 16 04 168 V
I = 500 mA
(Beam, 6)
|hge| Betrag der KurzschluB- Uge = 20V, 25 28 25 30 25 35
Stromverstarkung lg = 20 mA,
f = 100 MHz
e Transitfrequenz Ugg =20V, 250 280 250 300 250 350 MHz
lg = 20 mA
(Bem. T)
Cab Learlauf- Ues =10V, & 8 5 8 & 8 pF
Ausgangskapazitit =0,
f=1MHz
Cin Leerlauf- Ugn =05V, i 3 23 pF
Eingangskapazitat Ig =10,
f=1MHz
Re(hy, e Realanteil der Upg = 20V, 15 60 16 60 15 60 2
Eingangsimpedanz lg = 20 mA,
f = 300 MHz
Bemerkungen:

8, ImpulsmiBig gemessen: Impulsbreite = 300 ps, Tastverhéltnis = 25§
1. Man erhalt fr, wenn ! hnta als Funktion der Frequenz mit einem Wert von — 6 dB/Oklave
ven f = 100 MHz bis zur Frequenz, bei der | hye | = 1 betrégt, extrapoliert wird.

* JEDEC registriert.
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* Schaltwerte bel Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen 11 TO-5 2N2217 2N2218 2M2218  Ein-
TO-18 2NZE0 2N2B21  2N2222  heit
typ
ton Einschaltzait lg = 160mA, lpr = 15mA, lng) =—15mA 25 26 25 ng
totr Ausschaltzeit Upmiorn =—2,75V, Ry, = 40 @ (Bild 1) 150 175 200 ns
ir Gesamtschaltzeit Bild 2 ] 9 9 ns

1 Spannungen und Strime sind Mennwerte, exalite Werte variieren ganz leicht mit den
Parametern der Elemente.

Schaltzeitmessung
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Bild 1 — Schaltkreis fir Ein- und Ausschaltzeiten (gesittigt)
Bemerkungean:

a) Die Eingangs-Signalform (Bild 1) hat folgende Werte: t: = 1 ns, Impulsbreite = 300 ns.
b) Oszillograph hat folgende Werte: tr = 4 ns, Reing = 100 kR, Ceing = 12 pF.

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



OEM: Texas Instruments Transistor 2N2218 Datasheet
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Bild 2 — Schaltkreis fr nichtgesittigte Schaltzeitmessungen

Bemerkungen:

€) Eingangs-Signalform mit mercury-relay-Impulsgenerator mit folgendan Werten: tr < 1ns,
tr = 1 ns, Impulsbreite 186 ns. R; und die Amplitude des Eingangsimpulses werden so
eingestellt, daB man die angegebenen Werte an Punkt A erhilt.

d) Signalformen mit Sampling-Oszillograph angesehen (t; = 0,8ns) mit einer 2-kQ-Tastspitze,
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